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Fig.1-Structure of the ridged-waveguide四
αLVi ty Gunn oscillator. 
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られている自由． 図 1の対称2重リッジ導波管で， a=  
























図 2(a）のモードのうち，素子と結合するのは TE,o , 
T E帥， TE同ハイ 79ツ ドモードとTE,o, T E剖，
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Ye : TE10-hyb.mode characteristic adm. 
iBs= -jYc巳：ot/31 
図S リッジ導波管~胸ガ γ発振器の等価回路
Fig.3-An伺uivalentcircuit of the ridged-













































Fig.4-A typical t田ting創刊eof the ridge合








































宮ig.5べ)utputpower profile correspondi勾 to















































代入し連立方程式をたて，それらを解いて， L, CA• 
Cp の値を求めることができるω．又，逆に， (L, 
C.1, Cp ）の適当な値の組を幾っか仮定し，それらを式
(I)に代入し同調曲線を求め，実1!Uf直に適合する紐を
選ぶこともできる．後者の方法により，C ~o. <O•H 
ら＝0.42pF 
Cp=O. 16 pF 













は，この効果を反映して， f註 18.7 GHzではやや
やかになっている．





yの関係を図 6に示す．図中に破線で IGnl一り（ f 
一定）曲線を，説明のため推定により画いた．

























Fig.6-Relationships among the叩 nduct回目
ら＝｜らI,the田 cillationvoltage 



























Fig.8-A tuning curve of the 
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Fig. 9--0utput power profile印 rcespondingto 
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